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GaInAs メタモルフィックバッファ（MB）層上の InAs 量子ドット（QD）は GaAs 基板上長波長

帯 QD の有力候補の一つであり、1.5 µm 帯レーザ [1,2] の報告がなされている。我々のグループ

もこれまで MB 層なしでは PL ピーク波長 1.52 µm、半値幅 22 meV の高均一 InAs QD を実現する

とともに [3]、最近では MB 層上で PL ピーク波長 1.6 µm の InAs QD の形成にも成功した [4]。本

報告では、MB 層上の InAs QD 成長において、In 組成セットバック（SB）構造 [5] の導入および

QD 直下での GaAs 層の挿入が、QD の光学特性改善に有用であることを示す。 

GaAs 基板上に MBE 成長した本構造を図 1 に示す。GaInAs MB 層を In 組成 0 から 0.27 まで線

形変化させ、続いて In 組成 0.20 一定の上部層を積んだ。InAs QD は GaAs 層挿入した表面に形成

した。In 組成 SB なし（0 から 0.20 に変化）、GaAs 挿入なしの両比較構造も成長した。 

表面 AFM 像と室温 PL スペクトルを図 2 に示す。本構造の InAs QD 面内密度は 8×109 cm-2、基

底準位からの発光波長は 1.53 µm、PL スペクトルのピークの半値幅は 22 meV であった。In 組成

SB なしの構造と比較すると、PL 強度が約一桁高くなっている。この結果は、In 組成 SB 構造の

導入が MB 層と疑似格子整合した上部層内での歪蓄積を低減し、QD 形成時の InAs 供給による歪

欠陥発生が抑制されたことに起因している。また、GaAs 挿入なしの構造と比べると PL スペクト

ルのピークの半値幅が改善されたが、これは下地 GaInAs からの In 巻き込みによる逐次的 QD 形

成が減少し、いわゆるサイズ制限効果によりサイズの均一化が進んだことによると考えられる。 
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